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低コストで大面積化が可能なプリンテッドエレクトロニクスが注目を集めている．有機半導体はそ

の中心的な役割を果たす材料として期待されており，高性能な論理回路や RFIDタグを形成できる高移

動度なトランジスタデバイスが報告されてきた[1]．高性能な有機トランジスタ半導体結晶膜を作製す

るための塗布技術が確立されつつあるが，フレキシブルデバイス製造に向けたプロセス検討において

は多くの課題が潜伏しているといえる．本研究では，フレキシブル基板上におけるトランジスタ回路

の集積化および大面積化を可能とする 150℃以下での低温プロセス技術の確立を目的とした． 

	
 大面積フレキシブルデバイスにおいては，単デバイスの作製技術と比較して，ばらつき低減や歩留

まり向上が重要課題の一つとなるため，均一かつ高性能化容易なボトムゲート−トップコンタクト型構

造を採用した．まず，フレキシブル基板上に，高平滑化が可能な銀インク（トッパン・フォームズ社

製）を塗布成膜しゲート電極とした[2]．次に，ALD法により均一性の高い絶縁膜を成膜し，表面のア

ルミナ膜をホスホン酸 SAMで表面修飾した後に，p型および n型有機半導体の単結晶膜を塗布成膜し

た．ソース・ドレイン電極には，無電解めっき法によって成膜される Ag:Au ハイブリッド膜を用い，

フォトリソグラフィーによるパタ

ーン形成を施した[3]．代表的な p型

半導体（C10-DNBDT）トランジスタ

の移動度は 5 cm2/Vsを示し，論理回

路等への応用が可能な水準である

事が分かった． 
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Fig.1 Device structure and transistor characteristics of C10-DNBDT. 
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